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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Basis-
polster für ein Polierpolster, das elektrische Vorrich-
tungen wie Halbleitervorrichtungen, Speicherschei-
ben oder dergleichen poliert mit einer Vielzahl von 
Substraten, einschließlich, aber nicht begrenzt auf 
Silizium, Siliziumdioxid, Metalle, Metalloxide, Dielekt-
rika (einschließlich polymerer Dielektrika), Kerami-
ken, Glas und dergleichen.

Diskussion des betreffenden Stands der Technik

[0002] CMP (chemisch-mechanisches Polieren 
oder chemisch-mechanisches Ebnen) ist ein Herstel-
lungsverfahren, das durch ein Polierpolster in Kombi-
nation mit einem Polierfluid durchgeführt wird, um 
zum Beispiel einen Siliziumwafer mit Metallschalt-
kreisen zu polieren Furchen eines Substrats des Wa-
fers eingebettet sind. Das Polierpolster ist auf einer 
Walze einer bekannten Poliervorrichtung angebracht. 
Das Polierpolster wird zwischen dem Polierpolster 
und der Walze angeordnet. Ein konventionelles Po-
lierpolster wird aus geschäumten Blättern oder Filzen 
gebildet, die mit einem polymeren Material impräg-
niert sind. Hingegen ist ein solches Polierpolster zu 
nachgiebig, wenn es Kräften ausgesetzt wird, die bei 
einem Poliervorgang auftreten, welcher das Polster 
dazu veranlassen kann, in Ausnehmungen in dem 
Substrat, das poliert wird, sich abzusetzen, was im 
Gegenzug exzessives Polieren hervorruft. Als Ergeb-
nis werden die Oberflächen der eingelassenen 
Schaltkreise exzessiv poliert, was unerwünschte, als 
Härteverzug bzw. Dishing bekannte, Ausnehmungen 
hervorruft. Solch ein Basispolster absorbiert weiter-
hin Polierfluid und wird bei einem Poliervorgang so 
zusammengepresst, dass es in allen Richtungen de-
formiert wird, was das Basispolster dazu veranlasst, 
zu nachgiebig zu werden. Ein Maß der Kompressibi-
lität in solch verschiedenen Richtungen ergibt eine 
Vorhersage, dass sich das Basispolster in solch ver-
schiedenen Richtungen aufgrund der Anwendung 
von Kräften verformen wird.

[0003] EP-A-0 919 336 offenbart ein Basispolster 
gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0004] U.S. Patent 5,212,910 offenbart ein Kompo-
sit-Polierpolster mit einem weichen Elastomermateri-
al, einem harten Material wie einer Epoxyglasfaser-
zusammensetzung als Zwischenschicht und einem 
schwammigen Material als Polieroberfläche.

[0005] U.S. Patent 5,257,478 offenbart ein Polier-
polster mit einer elastischen Lage mit hydrostati-
schem Modul, das unterschiedlich von jenem einer 

Polierlage ist.

[0006] U.S. Patent 5,871,392 offenbart ein Unter-
polster, das zwischen der Walze und einem Polier-
polster angeordnet wird, welches eine Vielzahl von 
Leitern hat, um Temperaturgradienten über die Eb-
nungsoberfläche des Polierpolsters zu vermindern.

[0007] U.S. Patent 5,287, 663 offenbart ein Polier-
polster mit einer starren Lage, anliegend an der Po-
lierlage. Die starre Lage verleiht eine kontrollierte 
Starrheit der Polierlage.

[0008] U.S. Patent 5,899,745 offenbart ein Unter-
polster, das unter einem konventionellen CMP-Pols-
ter angeordnet wird und Regionen unterschiedlicher 
Härte zwischen den Zentrums- und Außenpositionen 
des Polsters zur endgültigen Waferprofil-Regelung 
hat.

Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Basis-
polster, das zum Anordnen unter einem Polierpolster 
ausgelegt ist und weiterhin zum Absorbieren von Po-
lierfluid und Freisetzen von Gasen ausgelegt ist, ge-
kennzeichnet durch eine anisotrope Lage mit vertikal 
elongierten Poren zum Absorbieren von Polierfluid, 
wobei die anisotrope Lage mit gaspermeablen Mikro-
poren zum Freisetzen von Gasen von der anisotro-
pen Lage verladen ist und die Mikroporen gegenüber 
Polierfluid undurchlässig sind, wodurch Absorption 
von Polierfluid auf Absorption durch die vertikal elon-
gierten Poren begrenzt ist und absorbiertes Polierflu-
id an seitlicher Bewegung in der anisotropen Lage 
gehindert ist, was Fluktuationen bei der Kompressibi-
lität des Basispolsters minimiert.

[0010] Die vorliegende Erfindung ergibt auch ein 
Verfahren zum Polieren eines Halbleiter-Wafers, das 
die Schritte umfasst von: Bereitstellen eines Polier-
polsters mit einem Basispolster, das zum Absorbie-
ren von Polierfluid und Freisetzen von Gasen ausge-
legt ist, gekennzeichnet durch: Polieren eines Halb-
leiter-Wafers mit einem Polierpolster, während das 
Polierpolster begrenzt Polierfluid in vertikal elongier-
ten Poren in einer Lage des Basispolsters durch Ab-
sorbieren von etwas Polierfluid in den Poren und Ein-
schließen absorbierten Fluids innerhalb der Poren 
aus seitlicher Bewegung der Lage absorbiert, was 
Fluktuationen in der Kompressibilität des Basispols-
ters minimiert und Gase aus dem Basispolster durch 
gaspermeable Mirkoporen freisetzt, die in dem Basis-
polster verladen sind, wobei die Mikroporen gegenü-
ber Polierfluid undurchlässig sind.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Fig. 1 ist eine Fragmentansicht im Quer-
schnitt von einem Polierpolster, das über einem Ba-
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sispolster angeordnet ist, welches wiederum zur Be-
festigung an einer Polierwalze angeordnet ist.

[0012] Fig. 2 ist ein Graf, der die Planarität eines 
Substrats in Abhängigkeit des Basispolsters offen-
bart.

[0013] Fig. 3 ist ein Graf, der Polierflüssigkeits-Ab-
sorption auf einem Basispolster gegenüber der Zeit 
offenbart.

Detaillierte Beschreibung

[0014] Fig. 1 offenbart ein Polierpolster 1 mit einer 
Polierlage 4, die zum Anhaften an ein Substrat 5 an-
geordnet ist. Eine PSA-Lage 6 (pressure-sensitive 
adhesive bzw. drucksensitiver Klebstoff) wird an die 
Rückseite des Substrats 5 geklebt. Das Polierpolster 
1 wird über Polierpolster 2 mit der PSA-Lage 6 in 
Kontakt mit der Oberflächenlage 7 des Basispolsters 
2 angeordnet. Die Oberflächenlage 7 des Basispols-
ters 2 hat eine anisotrope Struktur, die an ein flexibles 
Substrat 8 anzuheften ist. Das Basispolster 2 hat eine 
PSA-Lage 9, die an das flexible Substrat 8 angeheftet 
ist, ausgelegt, um an der Polierwalze 3 angebracht zu 
werden.

[0015] Man interpretiert die Terminologie anisotro-
pisch so, dass sie bedeutet, dass die Oberflächenla-
ge 7 des Basispolsters 2 mechanische Eigenschaf-
ten aufgrund seiner Materialien und Strukturmerkma-
le aufweist, welche nicht dieselben in allen Richtun-
gen auf einem Punkt in dem Körper der Lage 7 sind. 
Spezifisch weist die Porenstruktur der Oberflächenla-
ge 7 des Basispolsters 2 vertikal elongierte Poren 
auf, welche breit genug sind, um Polierfluid zu absor-
bieren und absorbiertes Polierfluid aus seitlicher Be-
förderung in der Lage 7 während einem Poliervor-
gang einschließen, wobei Fluktuationen sowohl in 
Polsterkompressibilität als auch Deformationen in 
bestimmten Richtungen eliminiert werden. Gemäß
einer weiteren Ausführungsform ist das Basispolster 
mikroporös, was bedeutet, dass es kleine Poren in 
der Struktur eingelagert hat und Materialbestandteile 
des Basispolsters, dessen Mikroporen klein genug in 
der Größe sind, um für Polierfluid undurchlässig zu 
sein, aber noch permeabel für ein Atmosphärengas 
zu sein, um das Entweichen von Gasen zu ermögli-
chen, welche durch das Basispolster eingefangen 
werden würden, welches mit Polierfluid absorbiert ist. 
Solch ein Mikroporenmerkmal trägt weiterhin zu den 
anisotropen Merkmalen des Basispolsters bei. Das 
Entweichen von Gasen entfernt weiterhin innerhalb 
des Basispolsters und innerhalb der Poren eingefan-
gene Gase, in welchen Polierfluid absorbiert wird, 
was zu unerwünschter Deformation des Basispols-
ters in allen Richtungen in Erwiderung auf eine bei ei-
nem Poliervorgang angewandte Kraft beigetragen 
haben würde.

[0016] Bei Verwendung wird ein Polierpolster in 
Kombination mit dem Basispolster der vorliegenden 
Erfindung an eine Flachwalze einer bekannten Po-
liervorrichtung angeheftet und dann durch Betrieb 
der Vorrichtung gegen ein Substrat auf einem Halb-
leiter-Wafer bewegt, welcher poliert oder eingeebnet 
ist, während Polierfluid an eine Oberfläche des Po-
lierpolsters und das Substrat abgegeben wird. Das 
Basispolster absorbiert etwas Polierfluid in den verti-
kal elongierten Poren. Das Basispolster und Polier-
polster werden zwischen der Walze und dem Sub-
start zusammengedrückt, so dass das Basispolster 
absorbiert mit Polierfluid einer Deformation unter-
liegt. Durch Einschließen des Polierfluids in den ver-
tikal elongierten Poren kann das Polierfluid durch 
seitlichen Transport innerhalb der Lage 7 nicht ent-
kommen und entweichen oder andernfalls eine Än-
derung bei der Kompression des Basispolsters her-
vorrufen, welche die Deformation des Basispolsters 
verändern könnte. Die Mikroporenstruktur des Basis-
polsters ermöglicht weiterhin das Entkommen von 
Gasen wie atmosphärischer Luft, um die Bewegung 
der Gase durch das absorbierte Polierfluid in vertikal 
elongierten Poren zu ermöglichen und das Entkom-
men der Gase aus der Lage 7 zu ermöglichen, wel-
che weiterhin zu der gewünschten anisotropen De-
formation des Basispolsters unter Kompression bei-
trägt.

[0017] Die Kompressibilität des Basispolsters 2 liegt 
im Bereich von 4 bis 8%. Solche Kompressibilität wird 
gemessen und durch einen Mitutoyo Digimatic Indi-
cator Modell 543-180 mit einem Druckfußdurchmes-
ser von 5,2 Millimetern und einer Auflösung von 
0,00127 Millimetern. Die anfängliche Basispolsterdi-
cke wird unter Verwendung einer Gesamtlast von 113 
± 5 Gramm angewandt auf das Basispolster gemes-
sen und eine Gesamtlast von 1000 ± 5 Gramm wird 
zur Messung der Endbasispolsterdicke verwendet. 
Kompressibilität ist der Unterschied zwischen der 
endgültigen und der anfänglichen Polsterdicke, ge-
teilt durch die anfängliche Polsterdicke, ausgedrückt 
in %. Man fand, dass die Polsterkompressibilität in 
Seitenrichtungen des anisotropen Basispolsters ge-
mäß der Erfindung als in akzeptabel niedrigen Gren-
zen und im Wesentlichen durch das anisotrope Ba-
sispolster minimiert vorliegt.

[0018] Das flexible Substrat 8 des Basispolsters 2
umfasst eine Einzellage oder eine Kombination von 
zusammengebundenen Lagen. Das flexible Substrat 
8 ist eine Ausführung, die ein flexibles Material um-
fasst, das in der Lage ist, von einer Rolle gezogen zu 
werden oder leicht in eine Rolle gewunden zu wer-
den. Ein Blatt aus einem Fertigungsplastik kann als 
flexibles Substrat verwendet werden, insbesondere 
nützlich sind Polyamide, Polyimide und/oder Polyes-
ter, insbesondere Polyethylenterephthalat oder 
„PET" und mechanische genadelte Polyesterfaser-
netze wie PET, Polyamide oder Polyimide.
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[0019] Das flexible Substrat 8 des Basispolsters 2
gemäß einer Ausführung hat eine Dicke von 100 bis 
1000 μm. Gemäß einer Ausführung hat das flexible 
Substrat 8 eine Dicke von 100 bis etwa 500 Mikrome-
ter und eine weitere Ausführung umfasst etwa 100 
bis 300 Mikrometer.

[0020] Die Lage von anisotropem mikroporösen Po-
lymermaterial 7, angeklebt an das flexible Substrat 8
des Basispolsters 2, hat eine Dicke von etwa 100 bis 
1000 Mikrometer, eine weitere Ausführung umfasst 
zwischen 300 und 800 Mikrometern, mit einer Ober-
flächentextur, die unterschiedliche vertikal elongierte 
Poren und/oder Mikrohöhlungen von unterschiedli-
chen Größen und Dimensionen umfasst. Eine Aus-
führung, die ein Verfahren zum Bilden dieser Lage 
umfasst, wird durch Koagulation eines Polymers auf 
dem flexiblen Substrat gebildet wie in Übereinstim-
mung mit Hulslander et al. US Patent 3,284,274, er-
teilt 8. November 1966 und Holden U.S. Patent Nr. 
3,100,721, erteilt 13. August 1963, welche Patente 
hier in die Beschreibung durch Referenz einbezogen 
sind. Das Hulslander-Patent ergibt eine Ausführung, 
die eine Struktur mit vertikal elongierten Poren mit mi-
kroporösen Seitenwänden aufweist. In einer alterna-
tiven Ausführung kann die anisotrope mikroporöse 
Lage gedruckt, gesprüht, gegossen oder andernfalls 
auf das flexible Substrat beschichtet werden und da-
nach durch Kühlen oder durch Reifungsreaktion ver-
festigt werden.

[0021] Das Polymer, welches die anisotrope mikro-
poröse Struktur des Basispolsters bildet, ist ein Poly-
urethan oder ein Polyharnstoff. Eine Ausführung, die 
Polyurethan umfasst, ist ein Polyurethan, welches 
das Reaktionsprodukt eines Alkylenpolyols und eines 
organischen Polyisocyanats ist, gewählt aus der 
Gruppe von aliphatischen zykloaliphatischen oder 
aromatischen Diisocyanaten. Eine andere Ausfüh-
rung, die Polyurethan umfasst, ist Polyesterurethan, 
welches Reaktionsprodukt eines hydroxyfunktionel-
len Esters und eines organischen Polyisocyanats ist, 
das aus der Gruppe von aliphatischen, zykloaliphati-
schen oder aromatischen Diisocyanaten gewählt ist.

[0022] Beispiele von Polyisocyanaten sind aromati-
sche Diisocyanate wie Tolouldiisocyanat und Diphe-
nylmethandiisocyanat oder aliphatische Diisocyanate 
wie Methylendiisocyanat. Eine spezielle Ausfüh-
rungsform, die Polyetherurethan umfasst, ist das Re-
aktionsprodukt eines Gemisches von Polyolen, zum 
Beispiel Ethylenglykol, Propylenglykol Butandiol und 
eines aromatischen Diisocyanats wie 4,4-Diphenyl-
methandiisocyanat. Eine Ausführung, die Polyester-
urethan umfasst, ist das Reaktionsprodukt eines Po-
lyesters wie Dihydroxy-Polybutylenadipat und Methy-
len-bis(4-Phenylisocyanat).

[0023] Die Polymerlage könnte auch aus kettenver-
längerten Polyurethanen hergestellt sein. Eine Viel-

zahl von Kettenverlängerungen, wie sie Fachleuten 
wohlbekannt sind, kann man verwenden. Typische 
Kettenverlängerer, die zur Polymerisation verwendet 
werden, können sein, aber sind nicht begrenzt auf 
Polyole wie Butandiol und Polymine wie Ethylendia-
min, Isopropyldiamin und Hydrazin.

[0024] Eine Ausführung, die ein Verfahren zum Her-
stellen des Basispolsters der Erfindung umfasst, um-
fasst die Schritte des Beschichtens des flexiblen Sub-
strats mit einer Polymermateriallösung, welches Po-
lymer entweder ein Polyurethan, oder ein Polyharn-
stoff ist, auf eine Nassbeschichtungsdicke im Bereich 
von 600 bis 1200 Mikrometer, mit einer Ausführung, 
die eine Dicke zwischen 700 und 1000 Mikrometer 
umfasst. Das beschichtete Substrat wird in ein Was-
serbad überführt, das wenigstens etwas Lösungsmit-
tel wie DMF (Dimethylformamid) in einer Menge von 
etwa 10 bis 20% enthält, um das Polyurethan oder 
Polyharnstoff in eine anisotrope mikroporöse Struktur 
zu koagulieren. Das beschichtete Substrat wird dann 
getrocknet, wobei eine Ausführung im Ofen bei etwa 
90 bis 120°C für etwa 5 bis 20 Minuten umfasst ist, 
eine weitere Ausführung für etwa 8 bis 10 Minuten 
umfasst ist, um jegliches restliches Lösungsmittel 
und/oder Wasser zu entfernen. Die Oberflächenlage 
der anisotropen mikroporösen Struktur wird dann ge-
puffert, um eine dünne Polymerlage ("die Haut") zu 
entfernen und das poröse Substrat mit einer vertikal 
elongierten Porenstruktur auszusetzen. Das resultie-
rende Basispolster wird auf eine Größe zugeschnit-
ten und ein drucksensitiver Klebstoff (Klebstoff auf 
Gummibasis) als Blatt auf der Nichtpolierscheiben-
seite des Polsters aufgebracht. Beider Verwendung 
wird das Basispolster auf der Polierwalze für eine 
konventionelle Poliermaschine durch Entfernen der 
Abdeckfolie des Klebeblatts auf Gummibasis ange-
bracht. Dann wird ein CMP-Polierpolster mit einem 
drucksensitiven Klebstoff (acrylbasiert) zum Backen 
über dem Basispolster angeordnet und man verwen-
det die resultierende Anordnung (Stapel) von Basis-
polster und Polierpolster, um elektrische Vorrichtun-
gen wie Halbleiter unter Verwendung von Poliersus-
pensionen und -techniken zu polieren.

[0025] Typischerweise wird ein Klebstoff auf Acryl-
basis verwendet, um das Polierpolster an das Basis-
polster anzuheften. Acrylbasierte Klebstoffe sind 
kommerziell verfügbar als doppellseitige Klebebän-
der. Jede Seite des Klebebands wird mit einem Acryl-
klebstoff beschichtet und hat eine Abdeckfolie. Um 
das Basispolster an die Polierwalze anzuheften, wird 
ein entfernbares gummibasiertes doppelseitiges Kle-
beband verwendet. Gummibasierte doppelseitige 
Klebebänder sind auch kommerziell verfügbar.

[0026] Eine große Vielzahl von konventionellen Po-
lierpolstern kann in Kombination mit dem Polierpols-
ter dieser Erfindung verwendet werden. Diese Pols-
ter haben typischerweise eine Polierlage, die ein hy-
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drophiles Material, angeklebt an eine Backlage um-
fassen. Gemäß einer Ausführung umfasst die Polier-
lage weiterhin eine Vielzahl von weichen Bereichen 
und harten Bereichen.

[0027] Die Polierlage kann gefurcht sein, um Perfo-
rierungen zu enthalten oder Wölbungsrücken und 
dergleichen, welche durch Schneiden, Prägen, For-
men, Schmelzen bzw. Backen und/oder Pressen in 
Vorgängen gebildet werden können. Typische Polier-
polster sind offenbart durch: Cook et al US Patent 
6,022,264, Roberts et al U.S. Patent 6,022,268 Ro-
berts et al U.S. Patent 6,019,666 Cook et al U.S. Pa-
tent 6,017,265 Budinger et al U.S. Patent 5,900,164 
Roberts U.S. Patent 5,605,760 Reinhardt et al. U.S. 
Patent 5,578,362 Cook et al U.S. Patent 5,489,223 
und Budinger et al U.S. Patent 4,927,432, wobei je-
des hier als Bezugnahme einbezogen ist.

[0028] Die Kombination eines Polierpolsters mit 
dem Basispolster der vorliegenden Erfindung ist eine 
Ausführung, die mit einem Polierpolster verwendet 
wird. Beim Polieren wird das Polierfluid zwischen der 
Polieroberfläche des Polierpolsters und dem zu po-
lierenden oder einzuebnenden Substrat angeordnet. 
Wenn das Polster wird bezüglich des polierten Sub-
strats bewegt, ermöglichen Furchen in der Oberflä-
che einer Ausführung des Polierpolsters verbesser-
ten Polierfluidstrom über die Schnittstelle (zwischen 
der Oberfläche der Polierlage des Polierpolsters und 
dem polierten Substrat). Verbesserter Strom von Po-
lierfluid erlaubt allgemein effizientere Polierleistungs-
fähigkeit mit hoher Planarität und geringer Ungleich-
förmigkeit unter 5%. Wafer-Ungleichförmigkeit (teil-
weise aufgrund von Aussparungen an der Oberflä-
che) muss so gering wie möglich mit einem derzeiti-
gen Industriestandard von 3% für Vorrichtungswafer 
(device wafer) sein. Wafer-Ungleichförmigkeit wird 
typischerweise als Standardabweichung von der Ab-
tragsleistung quantifiziert, gemessen bei einer spezi-
fizierten Anzahl von Punkten in Ringen auf der Wa-
fer-Oberfläche: zum Beispiel ein Punkt im Zentrum, 
vier Punkte im nächsten Ring usw. Die Abtragsleis-
tung ist die Differenz der Dicke der Ziellage des Wa-
fers, gemessen an verschiedenen Punkten der Wa-
fer-Oberfläche vor und nach Polieren, geteilt durch 
die Polierzyklusdauer.

[0029] Das Polierfluid in einer Ausführung, die eine 
wasserbasierte Lösung von Chemikalien umfasst, 
welche mit dem Material reagieren können, welches 
durch CMP-Polieren entfernt werden kann und gege-
benenfalls die Anwesenheit von Schleifpartikeln er-
fordern, abhängig von der Zusammensetzung der 
Polierlage umfasst. Zum Beispiel kann eine Polierla-
ge, die Schleifpartikel umfasst, keine Schleifpartikel 
im Polierfluid erfordern.

[0030] Bei Verwendung wird ein Polierpolster in 
Kombination mit dem Basispolster der vorliegenden 

Erfindung an eine Flachwalze einer bekannten Po-
liervorrichtung angeheftet und dann gegen ein polier-
tes oder geebnetes Flachsubstrat. Alle Oberflä-
chen-Ungleichmäßigkeiten auf dem Substrat werden 
bei einer Geschwindigkeit entfernt, welche abhängig 
von einer Anzahl von Parametern ist, einschließlich: 
Polsterdruck auf der Substrat-Oberfläche (oder um-
gekehrt), Geschwindigkeit, bei welcher Polster und 
Substrat sich in Beziehung zueinander bewegen die 
Bestandteile des Polierfluids und die physikalischen 
Eigenschaften des Polierpolsters. Eine gleichförmige 
Kraft von weniger als 25 Pfund pro Quadrat-Inch wird 
typischerweise angewandt, um die Polieroberfläche 
eben mit der Oberfläche des polierten Substrats zu 
halten.

[0031] Wenn das Polierpolster poliert, kann typische 
Mikrotypografie der Polierlage des Polierpolsters 
eine Abriebs-Entfernung oder einen Plastikfluss (die 
Mikrovorsprünge werden abgeflacht oder andernfalls 
weniger ausgeprägt) erfahren, was die Polierleis-
tungsfähigkeit vermindern kann. Die Mikrovorsprün-
ge sind dann eine Ausführung umfassend das Rück-
formen mit weiterer Konditionierung, wie durch Be-
wegen des Polsters durch eine Abriebs-Oberfläche, 
und erneutes Veranlassen des Materials, Furchen zu 
bilden.

[0032] Eine Ausführung, die eine Abriebsoberfläche 
zum Konditionieren hat, ist eine Scheibe, welche eine 
Ausführung umfasst, die Metall, eingebettet in eine 
Diamantkörnung von einer Größe im Bereich von 
0,001 bis 0,5 mm eingebettet, umfasst. Beim Konditi-
onieren wird der Druck zwischen der Konditionier-
scheibe und dem Polierpolster bei einer Ausführung 
zwischen 0,1 und etwa 25 Pfund pro Quadrat-Inch 
umfassen. Die Rotationsgeschwindigkeit der Schei-
be ist eine Vorrichtung, die den Bereich von 1 bis 
1000 Umdrehungen pro Minute umfasst. Konditionie-
ren kann in Gegenwart eines Konditionierfluids 
durchgeführt werden, wobei eine Ausführung ein 
wasserbasierte Abriebspartikel enthaltendes Fluid 
umfasst.

[0033] Die folgenden Beispiele veranschaulichen 
das Basispolster dieser Erfindung. Alle Teile und Pro-
zentangaben sind auf Gewichtsbasis, sofern nicht 
anders angezeigt.

Beispiele

Beispiel 1

[0034] Das Basispolster SP2100 gemäß der Erfin-
dung wurde hergestellt und verwendet in Kombinati-
on mit einem Polierpolster in einem Polierexperi-
ment, um TEOS-Wafer (Tetraethylorthosilikat) zu po-
lieren. Das Polierexperiment zeigte, dass das Basis-
polster SP2100 (Die Erfindung) eine hohe Planarität 
mit geringer Ungleichförmigkeit kleiner als 5% gab, 
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verglichen mit anderen kommerziell verfügbaren Ba-
sispolstern, SUBA IV. SUBA IV ist ein kommerziell 
verfügbares Urethan, imprägniert mit Polyesterfilz mit 
einer Kompressibilität von 7%.

[0035] Das Basispolster SP2100 wurde durch Ex-
trusionsbeschichtung einer 177,8 μm dicken Polye-
thylenterephthalatfolie (PET), vorbeschichtet mit ei-
ner adhäsionsfördernden Lage mit einer Polyure-
than-Lösung, hergestellt, um eine Beschichtungslage 
von 838,2 μm Dicke zu ergeben. Die Polyurethan-Lö-
sung in DMF(Dimethylformamid) enthält ein Polyure-
than von Ethylenglykol, 1,2-Propylenglykol, 1,4-Bu-
tandiol und 4,4-Diphenylmethandiisocyanat, gelbe 
und rote Färbemittel und ein Oberflächenaktivmittel 
einer Polysulfonsäure-Lösung.

[0036] Die beschichtete Folie wird dann drei Mal 
durch ein Wasser/DMF-Bad geführt, das 10 bis 20% 
DMF enthält, um die Folie zu koagulieren. Die be-
schichtete Folie wird dann durch einen Ofen bei 
105°C für 8 bis 10 Minuten geführt, um restliches 
DMF und Wasser zu entfernen. Nach Trocknen wird 
das Material für zwei Schritte poliert, bis eine Be-
schichtungsdicke von 571,5 μm erzielt ist. Das resul-
tierende Material weist eine Kompressibilität im Be-
reich von 4 bis 6% auf.

[0037] Das Basispolster SP2100 und SUBA IV wur-
den als Basispolster zusammen mit einem 
OXP3000-Polierpolster verwendet, das aus Polyure-
thanpolster, hergestellt von Rodel Inc., Newark, DE, 
geformt ist, um TEOS (Tetra (Tetraethylorthosili-
kat)-Wafer unter Verwendung identischer Polierbe-
dingungen zu polieren und ILD 1300 
(8MJ-YE1A)-Polierfluid, welches ein wässrige pyro-
gene Kieselsäure enthaltendes Polierfluid ist und 
Ammoniumhydroxid, das zum Oxidpolieren vorgese-
hen ist. Ein Kontroll-Poliertest wurde nur mit 
OXP3000-Polierpolster ohne ein Basispolster gefah-
ren.

[0038] Das Basispolster wurde auf der Walze der 
Poliermaschine mit einem entfernbaren doppelseiti-
gen gummibasierten Klebeband befestigt. Das Po-
lierpolster wurde dann auf das Basispolster mit einem 
doppelseitigen Acryl-Permanentklebeband angehef-
tet.

[0039] Eine Strasbauch 6DS-SP-Poliermaschine 
wurde für alle Poliertests verwendet. Sämtliche Tests 
wurde unter identischen Bedingungen durchgeführt: 
Abwärtskraft von 7 psi; Rückdruck von 0,5 psi; Wal-
zengeschwindigkeit bei 51 Umdrehungen pro Minute, 
Trägergeschwindigkeit bei 41 Umdrehungen pro Mi-
nute, Polierfluid-Flussgeschwindigkeit von 150 
ml/min und einer Testdauer von 2 min.

[0040] Für jedes dieser getesteten Basispolster 
wurde ein Planaritätsquotient für verschiedene Merk-

malsgrößen (in mm) berechnet. Merkmale sind Grä-
ben in der Wafer-Oberfläche mit identischen Tiefen 
(zum Beispiel 0,00063 mm) und Längen (zum Bei-
spiel 8 mm), aber variierenden Breiten (zum Beispiel 
0,1 bis 8 mm). Der Planaritätsquotient (PQ), ein Maß
für die Planarisierungs-Effizienz, ist das Verhältnis 
von Oberflächenmaterial-Entfernung im Zentrum des 
Grabens (Rabwärts) zur Oberflächenmaterial-Entfer-
nung an der Spitze des Grabens (Rabwärts). Fig. 2 ist 
eine Auftragung von PQ gegenüber der Grabenbreite 
(oder Größenmerkmal). Mit einem gewünschten PQ 
(das heißt Einebnungseftizienz) von zum Beispiel 0,3 
kann eine horizontale Linie gezogen werden, um die 
Kurve für jedes spezifische Grundpolster in Fig. 2 zu 
überkreuzen, um die entsprechende Merkmalsgröße 
zu bestimmen, definiert als Planarisierungsabstand 
(PD). Ein langer PD entspricht direkt besserer Plana-
risierung. Wie aus Fig. 2 ersichtlich, erzielte man hö-
here Planarität ohne ein Basispolster. Hingegen be-
einträchtigt die Verwendung oder Nicht-Verwendung 
eines Basispolsters nicht nur die Wafer-Planarität 
sondern auch Wafer-Ungleichförmigkeit wie in %NU 
angegeben. Wafer-Ungleichförmigkeit wie oben be-
schrieben ist die Standardabweichung der Abtrags-
leistung, ausgedrückt in %. Eine hohe Planarität und 
geringe Ungleichförmigkeit ist beim Polieren von 
Halbleiter-Wafern wünschenswert. Ohne ein Basis-
polster wurde Wafer-Ungleichförmigkeit beobachtet 
als bei etwa 5 bis 6% bei den Poliertests liegend. Wa-
fer-Ungleichförmigkeit erhöhte sich auf 7 bis 8% mit 
SUBA IV als Basispolster. Hingegen verminderte sich 
die Wafer-Ungleichförmigkeit auf einen Bereich von 3 
bis 5% mit dem Basispolster der Erfindung.

Beispiel 2

[0041] Die Polierfluid-Absorption durch das Basis-
polster SP2100 und SUBA IV wurde unter Verwen-
dung eines Kruss-Tensiometers gemessen. Eine 
Probe von jedem Basispolster wurde an einem Me-
tallcoupon des Instruments mit ILD-1300 in dem Pro-
behalter befestigt. ILD1300 ist ein wässriges Polier-
fluid (Polierfluid), das pyrogene Kieselsäure und Am-
moniumhydroxid, vorgesehen zum Oxidpolieren, ent-
hält. Der Metallcoupon mit der Basispolsterprobe da-
ran angeheftet wurde 6,5 mm in den Probehalter ge-
taucht. Die Polierfluid-Absorption wurde dann als Ge-
wichtsänderung der Basispolsterprobe pro Zeitein-
heit gemessen. Fig. 3 zeigt Polierfluid-Absorption als 
Funktion der Zeit für Basispolster SP2100 und SUBA 
IV. Wie in der Figur angezeigt, sind die Polierfluid-Ab-
sorptionsmerkmale für das Basispolster SP2100 
SUBA IV weit überlegen, einem kommerziell verfüg-
baren konventionellen Basispolster.

Patentansprüche

1.  Polsterunterlage (2) ausgelegt zur Anordnung 
unter einer Polierscheibe (1) und weiterhin ausgelegt 
zum Absorbieren von Polierfluid und Freisetzen von 
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Gasen, gekennzeichnet durch eine anisotrope Lage 
(7) mit vertikal gestreckten Poren zum Absorbieren 
von Polierfluid, wobei die anisotrope Lage (7) mit ga-
spermeablen Mikroporen zur Freisetzung von Gasen 
aus der anisotropen Lage (7) verladen ist und die Mi-
kroporen undurchlässig für Polierfluid sind, wobei Ab-
sorption von Polierfluid auf Absorption durch die ver-
tikal erstreckten Poren begrenzt ist und absorbiertes 
Polierfluid von seitlicher Bewegung in der anisotro-
pen Lage (7) gehindert ist, was Kompressibilitätsfluk-
tuationen der Polsterunterlage (2) minimiert.

2.  Polsterunterlage (2) nach Anspruch 1, worin 
die Polsterunterlage (2) eine Kompressibilität im Be-
reich von 4 bis 8% hat.

3.  Polsterunterlage (2) nach Anspruch 1, worin 
die Poren Seitenwände mit den Mikroporen haben.

4.  Polsterunterlage (2) nach Anspruch 3, worin 
die Lage (7) eine Kompressibilität im Bereich von 4 
bis 8% hat.

5.  Verfahren zum Polieren einer Halbleiterschei-
be (Wafer), umfassend die Schritte:  
Polieren eines Polierpolsters (1) mit einer Polsterun-
terlage (2), die zum Absorbieren von Polierfluid und 
Freisetzen von Gasen ausgelegt ist, gekennzeichnet 
durch  
Polieren einer Halbleiterscheibe (Wafer) mit einem 
Polierpolster (1), während die Polsterunterlage (2) 
begrenztes Polierfluid in vertikal erstreckten Poren in 
einer Lage (7) der Polsterunterlage (2) durch Absor-
bieren von etwas Polierfluid in den Poren absorbiert 
und Einschließen von absorbiertem Polierfluid in den 
Poren aus seitlicher Bewegung der Lage (7), was 
Fluktuationen bei Kompressibilität der Polsterunterla-
ge (2) minimiert und Freisetzen von Gasen der Pols-
terunterlage (2) über gasdurchlässige Mikroporen, 
die in der Polsterunterlage (2) verladen sind, wobei 
die Mikroporen für Polierfluid undurchlässig sind.

6.  Verfahren zum Polieren einer Halbleiterschei-
be (Wafer) wie in Anspruch 5 genannt, worin die Pols-
terunterlage (2) eine Kompressibilität im Bereich von 
4 bis 8% hat.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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